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(57)【要約】
【課題】簡易な構成によって焼きつきを防止し、安定し
た表示が可能な表示装置を提供する。
【解決手段】青波長域における透過率が経時的に向上す
る劣化補償フィルター８を、有機ＥＬ素子の光取り出し
側に配置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも青発光領域を含む複数の有機ＥＬ素子を２次元状に配置した有機ＥＬ素子ア
レイと、
　青波長域における透過率が経時的に向上する劣化補償フィルターと、
を有することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記劣化補償フィルターは、青波長域の光を吸収することによって青波長域の吸収量が
不可逆的に低下する特性を有していることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記劣化補償フィルターが、青波長域に吸収を有する材料を含有し、前記青波長域の光
の吸収が前記材料の最低励起状態に起因する吸収であることを特徴とする請求項１又は２
に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記材料が、アリールアミン誘導体又はフェニルカルバゾール誘導体であることを特徴
とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　１画素が青、緑、赤の副画素から構成され、
　前記青、緑、赤の副画素が、各々、青発光、緑発光、赤発光の有機ＥＬ素子を有し、さ
らに、前記劣化補償フィルターを少なくとも前記青発光の有機ＥＬ素子の光取り出し側に
有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　１画素が青、緑、赤の副画素から構成され、
　前記青、緑、赤の副画素が、白色発光有機ＥＬ素子と各々青、緑、赤のカラーフィルタ
ーとを有し、さらに、前記劣化補償フィルターを前記白色発光有機ＥＬ素子の光取り出し
側に有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　劣化速度が速い有機ＥＬ素子と、
　劣化速度が遅い有機ＥＬ素子と、
　前記劣化速度が速い有機ＥＬ素子の発する光の波長域における透過率が経時的に向上す
る劣化補償フィルターと、
を有することを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子を備えた表示装置に関す
るものであり、詳しくは多色表示が可能な表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイとして、自発光型デバイスである有機ＥＬ表示装置
が注目されている。有機ＥＬ表示装置の表示部には、第１電極と第２電極とに狭持された
有機化合物層を備える有機ＥＬ素子が複数配列されており、該有機化合物層に少なくとも
含まれる発光層が発光し、画像を表示する。多色表示させる方法としては、各画素にそれ
ぞれ異なる色で発光する発光層を形成することで、発光色の異なる複数の種類の副画素を
構成する方法が一般的である。有機ＥＬ表示装置のフルカラー化方式としては、赤（Ｒ）
、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３種類の有機ＥＬ素子を副画素として並置し、それぞれ独立に発
光させる方式（ＲＧＢパターニング方式）が知られている。また、別の方式として、白色
（Ｗ）の有機ＥＬ素子に、各々Ｒ，Ｇ，Ｂのカラーフィルターを設置し、３色の副画素と
して発光させる方式（Ｗ＋カラーフィルター方式）が知られている。
【０００３】
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　フルカラーディスプレイとして実用上の課題は、有機ＥＬ素子の劣化によって起こる画
像の焼きつき現象である。有機ＥＬ素子は発光することによって発光効率が低下するため
、固定パターンを長時間表示すると、高輝度で光る副画素が集中的に発光量の低下を生じ
、表示部が不均一な劣化を起こしてしまう。パターンにもよるが、２乃至５％程度の発光
量の不均一性が現れると焼きつきとして視認される。
【０００４】
　この問題を解決するためには、特に駆動初期、２乃至５％程度の発光量低下を起こすま
での駆動時間を延ばす必要がある。しかしながら、現状、特に青色発光の有機ＥＬ素子の
駆動安定性は十分でなく、ＲＧＢパターニング方式では、青の副画素が焼きつく問題があ
った。また、Ｗ＋カラーフィルター方式においても、白色発光素子を構成する青色発光層
の駆動安定性が低いため、駆動によって青色発光成分が減少し、青の副画素が焼きつく問
題があった。
【０００５】
　焼きつき現象の対策の一例としては、特許文献１に、光検出器を画素毎に設けることで
発光量低下を検知し、画素毎に駆動信号を補正することで、焼きつきを補償する手法が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１３９８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に開示の手法では、画素毎に光検出器を設けるため画素構造が極めて複雑に
なり、また、光検出量に基づいて、画素毎に駆動信号を調整・補償するという複雑な駆動
を行う必要があった。
【０００８】
　本発明の課題は、簡易な構成によって焼きつきを抑制し、安定した表示が可能な表示装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１は、少なくとも青発光領域を含む複数の有機ＥＬ素子を２次元状に配置し
た有機ＥＬ素子アレイと、青波長域における透過率が経時的に向上する劣化補償フィルタ
ーと、を有することを特徴とする表示装置である。
【００１０】
　本発明の第２は、劣化速度が速い有機ＥＬ素子と、劣化速度が遅い有機ＥＬ素子と、前
記劣化速度が速い有機ＥＬ素子の発する光の波長域における透過率が経時的に向上する劣
化補償フィルターと、を有することを特徴とする表示装置である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、簡易な構造で画素の焼きつきを抑制し、安定した表示が可能な表示装
置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のＲＧＢパターニング方式の表示装置の断面模式図である。
【図２】有機ＥＬ素子の積層構成の一例の断面模式図である。
【図３】劣化補償フィルターの透過率の一例を示す図である。
【図４】劣化補償フィルターの透過率の時間変化の一例を示す図である。
【図５】青有機ＥＬ素子の発光量の時間変化の一例を示す図である。
【図６】青副画素から取り出される発光量の時間変化の一例を示す図である。
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【図７】無機ガスバリア層を用いた表示装置の断面模式図である。
【図８】ボトムエミッション構成の表示装置の断面模式図である。
【図９】本発明のＷ＋カラーフィルター方式の表示装置の断面模式図である。
【図１０】白色発光有機ＥＬ素子の一例の断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の表示装置は、少なくとも青発光領域を含む有機ＥＬ素子を２次元状に配置した
有機ＥＬ素子アレイと、劣化補償フィルターとを有する。そして、劣化補償フィルターが
、青波長域において経時的に透過率が向上することにより、有機ＥＬ素子の焼きつきが補
償される。以下、本発明の表示装置の実施形態を詳細に説明する。
【００１４】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の表示装置の一実施形態であるＲＧＢパターニング方式の表示装置の１画
素分の断面模式図である。本実施形態では、１画素が赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の副
画素から構成されており、各副画素は赤発光、緑発光、青発光の発光層を有する有機ＥＬ
素子を有している。以下、便宜上、Ｒ，Ｇ，Ｂの各副画素を赤副画素、緑副画素、青副画
素と記し、Ｒ，Ｇ，Ｂの各有機ＥＬ素子をそれぞれ赤有機ＥＬ素子、緑有機ＥＬ素子、青
有機ＥＬ素子と記す。
【００１５】
　図１中、１は基板、２は駆動回路、３は層間絶縁膜或いは平坦化膜、４は第１電極、５
は素子分離膜、６Ｒ、６Ｇ、６ＢはそれぞれＲ，Ｇ，Ｂの有機化合物層、７は第２電極、
８は劣化補償フィルター、９は封止基板である。
【００１６】
　基板１としては、特に限定するものではないが、金属製基板、セラミックス製基板等の
不透明性基板、ガラス、石英、プラスチックシート等の透明性基板が用いられる。
【００１７】
　基板１上にはトランジスタ、キャパシタ等の駆動回路２が形成され、表示部外に設置さ
れた電源やドライバ等（不図示）に配線されている。駆動回路２の上部には、該駆動回路
２の凹凸を平坦化し、隣接する駆動回路２間を絶縁する層間絶縁膜或いは平坦化膜３が形
成される。層間絶縁膜或いは平坦化膜３としては、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、酸
化シリコン等からなる無機絶縁材料や、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等からなる樹脂材
料が用いられる。その上部には、第１電極４が形成され、第１電極４は駆動回路２に電気
的に接続されている。第１電極４としては、Ｃｒ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ、ＩＴＯ、Ｉ
ＺＯ（登録商標）、ＺｎＯ等、有機ＥＬパネルの電極として公知の材料を用いることがで
きる。また、２つ以上の異なる材料を積層して下部電極層としてもよい。一般的にはトッ
プエミッション構造（基板と反対側から光を取り出す構成）においては反射性電極を用い
、ボトムエミッション構造（基板側から光を取り出す構成）においては透明電極を用いる
ことができる。図１の実施形態ではトップエミッション構造を例に説明する。
【００１８】
　副画素間には素子分離膜５を形成する。素子分離膜５は副画素の発光領域を規定するも
のである。素子分離膜５の材料には絶縁材料が好適に用いられ、具体的には、窒化シリコ
ン、酸化窒化シリコン、酸化シリコン等からなる無機絶縁材料や、アクリル樹脂、ポリイ
ミド樹脂、ノボラック系樹脂等からなる樹脂材料が用いられる。
【００１９】
　第１電極４上部には、順に、有機化合物層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ、第２電極７が設置され、
各副画素がそれぞれ有機ＥＬ素子を形成している。有機化合物層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂは、Ｒ
，Ｇ，Ｂを発光する発光層を有し、その他に、複数の層が積層されていてもよい。代表的
な有機ＥＬ素子の構成を図２に示す。
【００２０】
　図２に示す有機ＥＬ素子は、陽極２１、ホール注入層２２、ホール輸送層２３、発光層
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２４、電子輸送層２５、電子注入層２６、陰極２７で構成されるが、従来知られている他
の構成を用いることも可能である。図１の第１電極４が陽極２１、第２電極７が陰極２７
に対応してもよいし、逆であってもかまわない。
【００２１】
　ホール注入層２２及びホール輸送層２３に用いられる材料としては、陽極２１からのホ
ールの注入を容易にし、また注入されたホールを発光層２４に輸送する優れた輸送特性を
有することが好ましい。ホール注入輸送性能を有する低分子及び高分子系材料としては、
トリアリールアミン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジ
アゾール誘導体、イミダゾール誘導体、カルバゾール誘導体、ピラゾリン誘導体が挙げら
れる。また、ピラゾロン誘導体、オキサゾール誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン
誘導体、スチルベン誘導体、フタロシアニン誘導体、ポルフィリン誘導体、及びポリ（ビ
ニルカルバゾール）、ポリ（シリレン）、ポリ（チオフェン）が挙げられる。さらに、そ
の他、導電性高分子が挙げられるが、もちろんこれらに限定されるものではない。また、
ホール注入層２２としては、五酸化バナジウム、酸化モリブデン等の無機酸化物を用いる
ことができる。ホール注入層２２は単一材料で形成しても、複数の材料を混合して形成す
ることも可能である。例えば、ホスト材料にアクセプタ材料をドープすることで自由キャ
リアを発生させ、陽極２１からのホール注入のエネルギー障壁を軽減することも可能であ
る。
【００２２】
　発光層２４に用いられる材料としては、多環縮合芳香族化合物、キナクリドン誘導体、
アクリドン誘導体、クマリン誘導体、ピラン誘導体、ナイルレッド、ピラジン誘導体、ベ
ンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体が挙げられる。また、ベンゾオキサゾ
ール誘導体、スチルベン誘導体、有機金属錯体が挙げられるが、もちろんこれらに限定さ
れるものではない。上記多環縮合芳香族化合物としては、例えばナフタレン誘導体、フェ
ナントレン誘導体、フルオレン誘導体、ピレン誘導体、テトラセン誘導体、コロネン誘導
体、クリセン誘導体、ペリレン誘導体、アントラセン誘導体、ルブレンなどが挙げられる
。また、有機金属錯体としては、例えば、トリス（８－キノリノラート）アルミニウム等
の有機アルミニウム錯体、有機ベリリウム錯体、イリジウム錯体、プラチナ錯体が挙げら
れる。
【００２３】
　発光層２４は、単一材料で形成することも、ホスト材料に発光性ドーパント材料を混合
して形成することも可能である。発光性ドーパント材料は、蛍光性発光材料の他、燐光性
発光材料を用いることができる。
【００２４】
　電子輸送層２５に用いられる材料としては、電子を発光層２４に輸送する機能を有する
ものから任意に選ぶことができる。また、発光層２４からのホール注入障壁の大きな材料
は、ホールブロック層としての役割も果たす。電子輸送性能を有する材料としては、多環
縮合芳香族化合物、オキサジアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、チアゾール誘導体、
チアジアゾール誘導体、ピラジン誘導体、トリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、ペリ
レン誘導体が挙げられる。また、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、フルオレノン誘
導体、アントロン誘導体、フェナントロリン誘導体、有機金属錯体等が挙げられるが、も
ちろんこれらに限定されるものではない。
【００２５】
　電子注入層２６に用いられる材料としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属またはそ
れらを含む合金、それらのフッ化物、酸化物、炭化物などを用いることができる。また、
単一材料で構成することも、複数の材料を混合して形成することも可能である。例えば、
電子輸送性有機化合物をホスト材料にして、アルカリ金属等をアクセプタ材料として混合
して用いることも可能である。
【００２６】
　ホール注入層２２、ホール輸送層２３、電子輸送層２５、電子注入層２６などを構成す
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る材料は、Ｒ，Ｇ，Ｂの各副画素毎に、独立に違った材料を用いることもできるし、同一
材料を共通層として用いることも可能である。上記の各層は、真空蒸着法、塗布法、印刷
法、転写法など従来知られている手法を用いて成膜することができる。
【００２７】
　第２電極７は各副画素に共通であり、電源に接続されている。第２電極７としては、第
１電極４と同様従来知られている電極材料を用いることが可能である。図１に例示される
トップエミッション構成の場合には、第２電極７は光透過性を有する透明もしくは半透明
電極が用いられる。また、ボトムエミッション構成の場合には、反射性電極が用いられる
。
【００２８】
　第２電極７上には、劣化補償フィルター８が設置されている。本発明はこの劣化補償フ
ィルター８によって焼きつきを抑制するが、その原理を以下に詳細に説明する。
【００２９】
　劣化補償フィルター８は、青波長域に吸収を有し、青副画素の青有機ＥＬ素子からの発
光の一部を吸収する。図３（Ａ）に劣化補償フィルターの透過率の一例を載せる。このフ
ィルターは４６０ｎｍ付近にピークを持つ吸収があり、透過率は約０．８４である。この
劣化補償フィルター８は、ディスプレイを駆動し青有機ＥＬ素子が発光すると、この青色
発光を吸収し、劣化補償フィルター８を構成する材料が変質し、青波長域の吸収量が不可
逆的に低下する特性を持つ。図３（Ｂ）に青色光を一定時間照射した後の劣化補償フィル
ター８の透過率の一例を載せる。本発明で用いられる劣化補償フィルター８は、青有機Ｅ
Ｌ素子の発光積算時間に応じて、透過率が経時的に向上しているのが分かる。これは、４
６０ｎｍ付近にあった吸収が減少するためである。図４に劣化補償フィルターの透過率の
経時変化の一例を示す。
【００３０】
　一方、青有機ＥＬ素子は発光積算時間に応じて劣化し、発光効率が低下することで、発
光量が減少する。図５に青有機ＥＬ素子の、劣化する前の発光量を１に規格化した際の発
光量の経時変化の一例を示す。
【００３１】
　青副画素から取り出される発光量は、青有機ＥＬ素子の発光量と劣化補償フィルターの
透過率の積に比例するため、特に駆動初期の経時的な発光量低下による焼きつきを抑制す
ることができる（図６）。
【００３２】
　発光量低下を改善できるのは、劣化補償フィルター８の吸収量が変化しなくなるまで（
透過率が向上しきるまで）であり、その後は青有機ＥＬ素子の本来の効率劣化に対応した
発光量低下をする。劣化補償フィルター８の透過率変化幅（当初の透過率と、透過率が変
化しなくなるまで向上した時の差：図４中のＲ）が大きいほど、青副画素の発光量低下の
補償幅が大きいことになる。しかしながら、青波長域の当初の透過率（駆動する前の状態
での透過率）が低いと、青副画素の発光効率は低くなるので、適切な量に設定することが
必要である。本発明における青波長域とは、青有機ＥＬ素子の発光波長ピークとその周囲
の、該発光波長ピークの強度の１／２以上の強度を示す波長域である。青波長域における
当初の透過率は、表示装置の使用目的に応じて設定することが必要だが、０．８０～０．
９７の範囲に収めることが好ましい。
【００３３】
　図３で示すように、本発明で用いられる劣化補償フィルター８は青波長域に吸収を持つ
が、緑波長域及び赤波長域には吸収をほとんど持たない。従って、緑副画素や赤副画素の
発光には影響を及ぼさない。尚、本発明において緑波長域及び赤波長域に吸収を持たない
とは、吸収による発光効率低下が問題にならない程度（例えば３％以下）の吸収量しかな
いことである。また、劣化補償フィルター８が青波長域に吸収を有する材料を含有し、該
青波長域の吸収が、その材料の最低励起状態による吸収帯であることが特に好ましい。原
理的に長波長側にはその材料の吸収帯が存在しないためである。
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【００３４】
　駆動初期の発光量変化を極力抑えるためには、青有機ＥＬ素子の効率低下の時定数と、
劣化補償フィルターの透過率向上の時定数を概略合わせるように設定することが好ましい
。劣化補償フィルターの透過率向上の時定数は、光励起された際のフィルター材料の光安
定性によって決まる。この光安定性は、フィルターを構成する材料種の選択や、フィルタ
ーの作製条件、フィルターの設置されている環境によって調整することが可能である。一
般に、フィルター中に水分や酸素がある程度存在する場合には、フィルター材料は光酸化
によって劣化することが多く、フィルターの作製条件や設置環境によって水分や酸素の量
をコントロールすることで、光安定性を調整できる。また、一重項酸素クエンチャーを混
合することで光安定性が向上することもある。
【００３５】
　本発明の動作原理を、有機ＥＬ素子の駆動電流量が一定の場合で説明したが、実際の表
示装置においては、表示される画像によって、有機ＥＬ素子の駆動電流量は変化し発光量
は変化する。例えば、２５６階調の表示を行う場合、駆動している状態で発光量は最大２
５６倍変化する可能性がある。一般に有機ＥＬ素子の効率低下は、駆動電流量が多い、即
ち発光量が多い程、顕著に起こることが知られているので、上述した劣化補償フィルター
の透過率向上と青有機ＥＬ素子の効率低下の時定数を合わせるのは、最大発光状態で行う
ことが好ましい。特に、表示装置の最大発光状態で、青有機ＥＬ素子の発光量が５％低下
した時に、劣化補償フィルター８を透過後の取り出し光量の低下が２％以下になるように
調整することが好ましい。
【００３６】
　また、劣化補償フィルター８は、青有機ＥＬ素子の発光によって光励起されても実質的
に発光しないことが好ましい。発光すると、青副画素の色純度が低下する原因となる。
【００３７】
　劣化補償フィルター８を構成する材料としては、例えば、前述した有機ＥＬ素子のホー
ル注入層２２及びホール輸送層２３、さらには発光層２４の構成材料として挙げた材料を
利用することができる。具体的には、多環縮合芳香族化合物、キナクリドン誘導体、アク
リドン誘導体、クマリン誘導体、ピラン誘導体、ナイルレッド、ピラジン誘導体、ベンゾ
チアゾール誘導体が挙げられる。また、ベンゾオキサゾール誘導体、スチルベン誘導体、
有機金属錯体が挙げられるが、もちろんこれらに限定されるものではない。上記多環縮合
芳香族化合物としては、例えばナフタレン誘導体、フェナントレン誘導体、フルオレン誘
導体、ピレン誘導体、テトラセン誘導体、コロネン誘導体、クリセン誘導体、ペリレン誘
導体、アントラセン誘導体、ルブレンなどが挙げられる。また、有機金属錯体としては、
例えば、トリス（８－キノリノラート）アルミニウム等の有機アルミニウム錯体、有機ベ
リリウム錯体、イリジウム錯体、プラチナ錯体が挙げられる。さらに、トリアリールアミ
ン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、
イミダゾール誘導体、カルバゾール誘導体、ピラゾリン誘導体が挙げられる。また、ピラ
ゾロン誘導体、オキサゾール誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベ
ン誘導体、及びポリ（ビニルカルバゾール）、ポリ（シリレン）、ポリ（チオフェン）が
挙げられる。特に好ましい材料としては、アリールアミン誘導体、フェニルカルバゾール
誘導体が挙げられる。青波長域に最低励起状態に起因する比較的大きな吸収を持つ材料が
容易に得られることや、青発光を吸収し比較的容易に材料劣化し、吸収帯が消滅するため
である。
【００３８】
　また、これらの材料を単一の材料で構成しても、複数の材料を混合して用いても構わな
いし、例えば、透明樹脂材料に分散して用いても構わない。劣化補償フィルター８の発光
が問題になる場合には消光剤を混合することも好ましい。
【００３９】
　劣化補償フィルター８は、その構成する材料に応じて、蒸着法、塗布法、転写法などで
成膜する。基板上に２次元状に作製された有機ＥＬ素子の光取り出し側に直接成膜しても
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かまわないし、別途フィルターを作製して有機ＥＬ素子と組み合わせることも可能である
。図１では一例として、有機ＥＬ素子の第２電極７の上に、劣化補償フィルター８を成膜
している。劣化補償フィルター８を成膜後は、水分ゲッター材料（不図示）を設置した後
、不活性ガス（乾燥窒素等）中で封止基板９を貼り合わせ封止する。
【００４０】
　劣化補償フィルター８を図１のように設置する場合には、劣化補償フィルター８の上面
でのフレネル反射係数が大きいため、その膜厚は光学干渉に大きく影響する。膜厚を調整
し、光学干渉長を変更することで、発光スペクトルの調整や光取り出し効率の向上を図る
ことが可能である。
【００４１】
　また、本発明の表示装置が、外光下の使用が想定される場合には、さらに円偏光板を設
置することが好ましい。表示装置内に侵入した外光が、第１電極等で反射され、表示のコ
ントラストが落ちるためである。円偏光板の設置位置は、劣化補償フィルター８よりも光
取り出し側であることが好ましい。
【００４２】
　また、劣化補償フィルターの他の配置例としては、図７に示すように、第２電極７上に
光学干渉長調整層３１を設けた後、無機ガスバリア層３２、劣化補償フィルター８、無機
ガスバリア層３２を順に設けることも可能である。光学干渉長調整層３１としては、Ｓｉ
ＯxやＳｉＮxが好ましく用いられ、無機ガスバリア層３２としては、ＳｉＯx、ＳｉＮx、
ＳｉＮxＯy、ＴｉＯxなどの無機酸化物や無機窒化物を用いることができる。
【００４３】
　また、図８に示すように、ボトムエミッション構成の場合には、基板１と第１電極４と
の間に劣化補償フィルター８を設置することが好ましい。尚、劣化補償フィルター８は基
板１の下に配置されていてもよい。
【００４４】
　画素の２次元配列は、従来知られているものを使用可能である。例えば、ストライプ配
列、ダイアゴナル（モザイク）配列、デルタ（トライアングル）配列等を挙げられるが、
これらに限らない。
【００４５】
　劣化補償フィルター８を設置する位置は、有機ＥＬ素子の光取り出し側であれば上記以
外の場所でも構わないが、有機ＥＬ素子に接近した位置に設置することが好ましい。有機
ＥＬ素子の光取り出し側からの距離が大きくなると、直下の青有機ＥＬ素子からの発光だ
けではなく、隣接する画素の青有機ＥＬ素子からの斜め方向の発光が入射することになり
、劣化補償機能が損なわれる。従って、劣化補償フィルター８の有機ＥＬ素子側の位置と
有機ＥＬ素子の光取り出し側の位置の距離は、画素ピッチ以下であることが好ましく、よ
り好ましくは、画素ピッチの１／３以下である。
【００４６】
　劣化補償フィルター８は青副画素のみに設置しても構わないが、成膜工程の簡便性から
全面に配置することが好ましい。
【００４７】
　本発明の表示装置は、非常に強い外光下で使用する場合には、外光を吸収することで劣
化補償フィルターが劣化しないように、外光遮断構造を設けることが好ましい。外光に紫
外線が含まれる場合には、紫外線吸収フィルターを設置することが好ましい。
【００４８】
　以上、説明したように、本実施形態によれば、ＲＧＢパターニング方式の表示装置にお
いて、簡便な構造で青副画素の焼きつきを抑制することができる。
【００４９】
　また、以上では、一般的に青色を発する有機ＥＬ素子は発光効率の低下が他の色を発す
る有機ＥＬ素子よりも速いために、青波長域における透過率が経時的に向上する劣化補償
フィルターを設ける構成を示した。例えば赤色を発する有機ＥＬ素子の発光効率の低下が
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ターを設ける構成であってもよい。つまり、本発明は、劣化速度が速い有機ＥＬ素子と、
劣化速度が遅い有機ＥＬ素子と、前記劣化速度が速い有機ＥＬ素子の発する光の波長域に
おける透過率が経時的に向上する劣化補償フィルターと、を有する構成であってもよい。
尚、劣化速度が速いとは、発光効率の低下が大きいことを意味している。この場合でも、
焼きつきが抑制されて、安定した表示が可能であるのは明らかである。
【００５０】
　（第２の実施形態）
　図９は本発明のＷ＋カラーフィルター方式の表示装置の断面の模式図である。図中、図
１と同じ部材には同じ符号を付して説明を省略する。
【００５１】
　本実施形態では、Ｒ，Ｇ，Ｂの各副画素を構成する有機ＥＬ素子は共通の有機化合物層
４０を備えた白色発光有機ＥＬ素子である。そして、光取り出し側にカラーフィルター４
１Ｒ，４１Ｇ，４１Ｂを設置することでフルカラー化する。青副画素４２Ｂに設置するカ
ラーフィルター４１Ｂは、青発光成分は透過するが緑及び赤発光成分を吸収してカットす
る。緑副画素４２Ｇに設置するカラーフィルター４１Ｇは、緑発光成分は透過するが青及
び赤発光成分を吸収してカットする。赤副画素４２Ｒに設置するカラーフィルター４１Ｒ
は、赤発光成分は透過するが青及び緑発光成分を吸収してカットする。
【００５２】
　白色発光有機ＥＬ素子は、従来知られている素子構成を用いることが可能であるが、一
例として、図１０に青発光ユニット５１、緑発光ユニット５２、赤発光ユニット５３を電
荷発生層５４を介して積層したタンデム素子を示す。各発光ユニットは、前出のような従
来知られている有機ＥＬ素子の材料と積層構成を使用することが可能である。電荷発生層
５４も従来知られている材料及び積層構成を使用することが可能である。電荷発生層５４
の一例としては、２層の積層構成であり、第１層はアルカリ金属、アルカリ土類金属、そ
れらのフッ化物、酸化物、炭化物などを、単体もしくは有機化合物と混合したものである
。そして、第２層はバナジウム、モリブデン、タングステン等の遷移金属の酸化物や、１
，４，５，８，９，１２－ヘキサアザトリフェニレンヘキサカルボニトリル（ＨＡＴ－Ｃ
Ｎ）等のアクセプタ性の高い有機化合物を用いることができる。
【００５３】
　図９の有機ＥＬ素子を駆動すると、図１０の青発光ユニット５１、緑発光ユニット５２
、赤発光ユニット５３が各々発光し、全体として白色発光する。そして、劣化補償フィル
ター８が青発光ユニット５２の発光を吸収し、不可逆的に透過率が向上することで、青発
光量の低下を補償する。尚、動作原理の詳細は第１の実施形態と同様である。尚、緑副画
素４２Ｇや赤副画素４２Ｒにおいても、青発光ユニット５１からの発光を劣化補償フィル
ター８が吸収する。しかしながら、緑発光ユニット５２や赤発光ユニット５３からの発光
は、劣化補償フィルター８を透過するので、劣化補償フィルター８を設置することの影響
はない。
【００５４】
　図９においては、劣化補償フィルター８を第２電極７とカラーフィルター４１の間に設
置しているが、カラーフィルター４１の上に設置してもよい。
【００５５】
　以上、説明したように、本実施形態によれば、Ｗ＋カラーフィルター方式の表示装置に
おいて、簡便な構造で青副画素の焼きつき防止を行うことができる。
【符号の説明】
【００５６】
　８：劣化補償フィルター、４１Ｒ：赤カラーフィルター、４１Ｇ：緑カラーフィルター
、４１Ｂ：青カラーフィルター、４２Ｒ：赤副画素、４２Ｇ：緑副画素、４２Ｂ：青副画
素
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